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Н.Б. АВДАЛЯН, К.О. ПЕТРОСЯН 

РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

СТАТИЧЕСКОЙ ЗАПОМИНАЮЩЕЙ ЯЧЕЙКИ 8ТM 

Предложен модифицированный 8ТM вариант статической запоминающей ячейки 

8Т. Проведено моделирование рассеиваемой мощности запоминающей ячейки в зависи-

мости от напряжения источника питания, рабочей температуры и частоты с применением 

библиотеки SAED EDK с технологическими нормами 28 нм. Моделирование и расчеты 

проводились программным инструментом Hspice и моделями BSIM 4. 

Ключевые слова: транзистор, запоминающая ячейка, моделирование, мощность, 

частота, температура.  

N.B. AVDALYAN, K.O. PETROSYAN 

DESIGN AND SIMULATION OF MODIFIED STATIC MEMORY  

CELLS 8TM 

A modified version of the static storage 8TM memory cell 8T is proposed. The 

simulation of power dissipation of the memory cell depending on the power supply voltage, the 

operating temperature and the frequency library with technological standards SAED EDK 28 

nm is carried out. Modeling and calculations are performed by the software tool Hspice and 

BSIM 4 models.  
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